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!上海市重点办科技攻关项目（批准号："&&#"#）资助的课题(

在一个包括)*+,+,*结构的光生电势物理模型基础上导出了光生电势的一般方程(在三种光生电势发生的特
定条件下，它可简化出结场光生电势，丹倍电势和横向光生电势的函数关系式(该方程统一了各种光生电势的行为
机理(依据一般方程理论导出的横向光生电势与光点位置的函数关系研制了光电位置传感器，该器件的光电位置
特性优越，从应用实践角度说明了该理论的正确性(

!"##：-&""

# 引 言

半导体的光电效应是光电器件的物理基础和器

件设计的理论依据(它不但成就了众多传统的半导
体光电器件，近来在光集成和微波与光相互作用等

领域内的新器件设计中也得到了众多的应用，所以

一直受到人们的重视(
过去，对于非均匀半导体（)+,结，,+,*结等）受

到光子能量大于半导体禁带宽度（!!"".）的光照
时会产生垂直于结平面的纵向光电势生［#，!］；非均

匀光照（!!"".）在均匀半导体上会在光强度梯度
为负的方向上产生丹倍（/01203）电势［&］；非均匀半
导体受到非均匀光照（!!"".）时，在结平面的平行
方向上还会产生一种横向光电效应［’，4］的三种光生

电势的产生机制都已作了研究［5，-］#
本文的目的是在一个光生电势的物理模型基础

上导出描述包括各个机制的纵向和横向光生电势

"（$，%，&）的一般方程及其解的简化表达式，企图统
一各种光生电势的产生机理#由于现有各种光生机
制和理论毫无共同之处，至今未见光电效应的统一

方程的报道#为检验理论的正确性，根据一般方程导
出的横向光生电流表达式确立的各参量之间的函数

关系，设计一种光电位置传感器件#实验结果表明，
这种器件的线性等光电位置特性比传统的光电位置

传感器（67/）的相应性能有显著的改善(

! 光生电势的一般方程

当光束照在一个含有)+,结的半导体光电器件

的表面，而该光束的截面积又大大小于器件的受光

表面积时，上面所述的三种光电效应都会发生，即该

)+,结的光电输出中应包括上述三种光生电势的贡
献(无论从微观的光电子输运过程或是从宏观的光
电输出量的单值连续性看，在该结构中同时出现的

三种光生电势行为应该是可以用一个统一的光生电

势方程来描述，问题是用什么方法来描述！

为了更接近光伏型器件的实际情况，现选择一

个)*+,+,*结构予以讨论，如图#所示(在此结构基

图# 光生电势物理模型

础上假设一个光生电势的物理模型(该模型的)*薄
层为受光表面，它相对衬底,层为一均匀低阻层，衬
底背面,*层被视为"电位的等势面(图示的内建场

!8,和背结场!2分别建立在)*+,结界面和,+,*背
结界面的高阻,区一侧(,区基本耗尽(两个结场区
的电力线方向皆由,*贯穿整个,区而垂直指向)*

层，在)*层内由于低阻，电力线沿表面横向指向两
端输出电极(
取柱坐标系，以光束光轴为中轴，原点为"点，

%方向由,指向)*区(在)*层区内作一闭合圆环
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柱体，圆环柱内层半径为!，外层半径为!!!!，圆
环柱体高为""即"!层厚度#（如图$，"!区中的斜
线环柱区）#
在稳定光照情况下，通过该圆环柱体的纵向（#

向）电流密度$%应为"!&’结的结电流和光生电流

!%&（!，#）组成，

!%（!，#）’!(（)(!
（!，#）／)*+$）+!%*（!，#）,（$）

$(为"!&’结的反向饱和电流，!%*（!，#）为位于

"!区坐标（!，#）的纵向电势（相对于’!层+电势），

$%*（!，#）,(%*（!，#），%*（!，#）为每秒每单位体积内
产生的光生电子数,
由于横向光生电势（包括丹倍电势）的存在支持

着图$物理模型中"!区电力线的横向走势，在考虑
横向光生电流$*（!，#）参与的情况下，它们的电流
连续方程应为

!-［!*（!，#）.!%（!，#）］·-"’+, （.）
在动态情况下，光生电流的瞬态响应还应与光

生载流子的迁移过程和响应速度有关,
在一般情况下，光生载流子的迁移可分为两个

离散过程,第一阶段为光生电子、空穴的扩散和被场
分离，它主要发生在耗尽区，过程时间以少子寿命

计,第二阶段是分离后的载流子的重新分布，主要形
成"!薄层区中的横向电场/*，

/*（!，#）’+
!!（!，#）
!! ’+""$*（!，#）"+,

（/）
第二阶段电荷重新分布所需时间应由"!&’结

电容00和表层串联电阻的积决定,在动态情况下，
光生电流和电势均应考虑瞬态响应的影响，动态下

的电流连续方程应为微分形式，

!

·［!*（!，#，1）.!%（!，#，1）］’+
"
"1""
（!，#，1）,

（1）

""（!，#，1）为"!区#层!处附近时刻1的电荷
密度，(为电子电荷量,

""（!，#，1）’
20
""!
（!，#，1），

!
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’$""
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!!#+
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!! ’"!
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"! ’+""$*（!，#，1）,

（6）
综合以上诸式可得

!

.!（!，#，1）+
""20
""

"
"1!
（!，#，1）

+""
$(
""
［)(!（!，#，1）／)*+$］

’+
(""
""
%*（!，#，1）, （7）

（7）式就是光生电势的一般方程,该方程为二阶
非齐次偏微分方程,方程的第二项是瞬态响应项，在
稳定状态情况下为+,（7）式的第三项是结场电流的
贡献，方程的右边项为光生电流产生项,
当半导体的整个结平面受到均匀恒定光照时，

半导体结平面的平行方向上不存在电势的一级或二

级梯度，即（7）式的第一项和第二项都为零，（7）式便
变成了（$）式所描写的一般"&’结的结场光生电流
方程,
若光照下的光导半导体材料是均匀的，也不考

虑动态变化，则（7）式的第二项和第三项均为零,
".!（!，#）
"!. .$!

"!（!，#）
"! ’+

(""
""
%*（!，#）,（8）

在!$4的光束外区域，（8）式的右边为+，（8）
式变成齐次方程,经降阶积分后的一阶偏导方程为

"!（!，#）
"! ’2!

， （$+）

2为积分常数,
即非均匀光照在均匀半导体上，它的横向电场

/*（!，#）,9"!（!，#）／"!"+，这里产生的光生电
势!:（!，#）称作丹倍电势，它应满足（8）式（具体表
达式推导从略）,
当非均匀光照在非均匀半导体上时，（7）式的各

项均不为零，在确定"!电阻层的一个横向平面#,
#+后，该平面上的光生电势!（!，#+，1）只是!和1
的函数，（7）式也描写了横向光生电势的函数方程,
从以上的分析可知，在传统的各种光生电势产

生的特定条件下，（7）式都简化为相应的结场光生电
势、丹倍电势或横向光生电势方程,每种光生电势的
光电行为只不过是该方程的一种特例,因此，（7）式
是描写至今发现的三种光生伏特效应的光生电势的

一般方程［7］,

/ 光生电势!（!，#，1）的一种表达式

由于光生电流包含着信号光和非信号背景光两
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种产生机制，因而在非均匀光照下的不同区域，光生

电势应分别表示为信号光生电势!!（!，"，#）和非信
号光生电势!$（!，"，#）%

!（!，"，#）&!!（!，"，#）’!$（!，"，#），（""#）

($（!，"，#）&(!（!，"，#）’($（!，"，#）%（""%）

(!，($分别表示信号光生电子密度和非信号光
生电子浓度%
为了求解（&）式的光生电势表达式，下面考虑一

些近似假设，以求得到较简化的函数式%
设信号光较弱，以致满足

)!!（!，"，#）
*+ !"% （"’）

*为布朗克常数，+为绝对温度%
（&）式的第三项括号内的函数式可进行(#)$*+
级数展开，在二级近似下，

,)（!!’!$）／*+,"& )*+,
)!$／*+!!’,)!$

／*+,"，

（"-）
将（"-）式代入（&）式，

!

’!!（!，"，#）,
".-/
..

"
"#!!
（!，"，#）

,
)"./!
*+..

,)!$（!，"，#）／*+!!（!，"，#）

&,
)".
..
(!（!，"，#）% （"0）

在只关心信号光生电势情况下，（"0）式中的!!
脚标常被略去%鉴于光生电势函数!和光生电子数
(!是单值连续函数，该方程的求解满足1#.$#2,变
换，下设原函数

0（!，"，#）&"
3

4
,,1#(!（!，"，#）5#% （"6）

设

2’4&
)"./!
*+..

,)!$（!，"，#）／*+， （"7）

#&
..
".-/
， （"8）

2’&".
-/
..
1’)".

/!
*+..

,)!$（!，"，#）／*+

&2’4’
1
#%

（"&）

对（"0）式进行1#.$#2,变换后，归纳为

!

’!（!，"，1）,2’!（!，"，1）&,
)".
..
0（!，"，1）%

（"9）
求得该线性偏微分方程的解在不同区域分别为

!（!，"，1）&32*!:2!’42*!:2!

’
)".0（!，"，1）
2’.5

（!#6），（’4#）

!（!，"，1）&3"2*!:2!’4"2*!:2! （!$6）%
（’4%）

6为光束半径%为确定（’4）式的四个常数3，

4，3"，4"，首先利用3，4两输出电极的边界条件

"
".
5!（!，1）
5! !&!3

&!
（!3，1）
..7.8
， （’"#）

"
".
5!（!，1）
5! !&!4

&!
（!4，1）
..7.8

% （’"%）

再利用!;6的!（!，"，1）和
"
"!!
（!，"，1）的连

续性另立二个方程，该四个方程联立便可确立方程

（’4）中的四个常数，并解得!;!3的3电极的输出
光生电势!3（!<，1），

!3（!3，1）&
)7.#840（!<，1）
84／8’92:

（2*!:2!3

,9!=>:2!3）% （’’）
其中84为3，4二极间的表面电阻

84;".:／..7.% （’-）
两输出电极!3 和!4之间的距离为:，7?为与

:垂直的受光面.@薄层纵深向的宽度，受光面积1
;:·7.，8为外接电路的负载电阻%

9&
84／2:’8A#>:2:
8’（84／2:）A#>:2:

% （’0）

且光束直径大大小于受光面线度时，即

26!"， （’6）

;3（1）&
)7.60（!3，1）84／8
84／8’92:

（2*!:2!3

,9!=>:2!3）， （’7）

设84／8;"，（’7）式中的84／8 消去，再对
（’7）式进行1#.$#2,反变换，可得

;3（!3，#）
;4 &

!=>:24（:,!3）
!=>:24:

’’#9%
3

9&"

（,"）9!=>9#（",!3／:）
（9#）’’（24:）’

·,B.｛,［（24:）’’（9#）’］（#／:’）#｝，
（’8）

;4&)#6’(:&)$%， （’&）

;4为总光生电流强度，$为量子产额，%为表面光
子通量%

!3（!3，#）&
;48!=>:24（:,!3）

!=>:24: ’’#%
3

9&"

·
（,"）9;489!=>:9#（",!3／:）

&

·,B.,
#&
:（ ）’ #% （’9）
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式中

!!（"!#）"$（%!）"& （#!）
（"$）式便是代入了四个边界条件后（%）式所解
得的一种光生电势的具体表达式，该式表现出’电
极的输出电势"’（(’，)）和输出光电流*’（(’，)）同
光束中心点的横向距离(’ 密切有关，而且呈双曲
函数变化关系，它们随时间)呈周期性的衰减变化&

& 横向光生电势及光电位置传感器
（简称’()）

（"*），（"$）式反映了结型半导体输出电极的输
出的光生电流*’或*+和输出光生电势"’ 或"+都
是光束中心点距输出电极横向距离的单值函数&它
是横向光生电势的一般表达式&在一般情况下横向
光生电势"’（(’，)）随光束中心位置(’（(’ 定义为
端电极至光束中心点间距离）的变化是很复杂的&通
过（"*）式的分析，可以看到输出归一化光生电流

*’／*!和参数"!的关系很重要&为此，根据它们的
数值解画出了不同"!#值情况下的*’（(’）／*!,(’／

#曲线，如图"&从图可看出，当"!#+!时，*’（(’）／

*!与(’／#之间函数关系为一理想的直线，而且

图" *’（(，-!）／*!与(／#关系曲线

（"*）式变为

*’（(’，)）
*! !,-.

"!#!!

/-01"!（#.(’）
/-01"!# !2.

(’
#&

（#2）

相对应的另一端+电极的*+（(+）为

*+（(+）
*! !

(’
#
， （#"）

*’（(’）.*+（(+）
*! !2.

"(’
# & （##）

两相对输出电极输出的光生电流差的归一化值

"*／*!是光束中心点位置的线性函数&
当"!#"!时*’（(’）／*!与(’／#之间的二次

函数曲线将偏离"!#+!的理想直线&"!越大，偏
离程度越大，线性也越差&"!#+3!时，由图"可
见，该横向光电效应已基本消失&一般光电器件是很
难观察到横向光电效应的，这从图"所示的*’／*!
4(’／#函数的不同"!#曲线簇中可以得到精确地
解释&
根据以上理论推导出的横向光生电势表达式

（"$）式，我们研制了光电位置传感器，光电位置传感
器是只对射到它受光面上光束中心点位置敏感的光

电器件&’()的结构图如图#所示，以’ 电极为原
点，光点/到原点的距离以(表示，则光点位置(’
与输出光电流*（(）间的函数关系如（#2）—（##）式表
示&从理论上讲，它与光点聚焦的大小和光强无关（参
见（##）式），这增加了它的实用性&它是目前微位移和
大距离测量兼优的无接触测量的上佳器件&一般’()
的测量原理是将受光’5薄层看作一个以光点位置来
调节的电位器，它也可以得到（##）式同样结果&但这
种等效电路法不能提供上述光生电势一般方程所能

提供的微观参数&我们研制的’()的各项工艺参数
和外加条件都是根据上述理论设计制作的&

图# 一维’()平面图（6）和剖面图（7）

从"!表达式（28）表明"!不仅与’()内部参
数有关，还和一些外加参数和环境因素有关&非信号
光生电势"0（(，-，)）对"!影响最大&若负载电阻
和表面电阻压降可以忽略，则"0#412&所以’()
应在较大反偏下工作，器件的高阻衬底材料和优质

的表面钝化工艺是必须选择&
以我们研制的(92%%8的一维’()为例，在3

+#!!9，12+4%:时比12+!时的"!值要小

;$*倍，可见影响之大&实际上影响"!值的因素还较
多，降低表面层电阻率#<和<=0结反向饱和电流4/
也是降低"!的重要途径&所以，实际测量的有负偏
和无负偏时非线性度没有理论值那么高&我们选择
的表面电阻率只有日本产品的一半，因此我们放弃

了离子注入法&表面钝化采用了>’?:)二次钝化，
从而提高了反偏电位&下面列出日本’()产品［3］和
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我们的!"#产品（该产品的成果登记被列为$%%&
年上海市赶超世界先进水平成果）的比较表!
从下表可见，我们研制的!"#较国外同类产品

有较大的反向工作电压，而我们的!"#位置检测误

差相当同类产品的几十分之一，由于选择高阻材料，

!’(结电容约$)*，它的响应时间也同比小了三个
数量级+由标准化测试报告说明依据我们的理论设
计制作 的!"#是成功的+

参数

型号

有效面积

／,,-
峰值波长

／.,

反向电压

／/

位置检测误差

典型值／!" 最大值／!"

位置分辨率

／!"

暗电流

#$0$1/／.2

向应时间

#$0$1/

最大光电流

／!2

"’3&&（日本） $45 %11 -1 671 6$-1 1!7 -8-1 9!: &1

";$995（上大） $45 931 !71 6$ 67 "1!7 &
%&07!3.:
%$0&

51

3 讨 论

（$）（9）式的推导没有作过近似假设，它的成立
应该是严格的+在均匀光照下，（9）式的第一项为1，
它演变为结场光生电势方程+对于均匀半导体，（9）
式的第三项为1，它演变为丹倍光生电势方程+在一
般情况下对（9）式简化求解，它得到的结果同已证实
的横向光电效应器件的光生电流电压输出公式是一

致的［3］+可见（9）式应为光生电势的一般方程+它统
一了三种光生电势的输运行为+
（-）根据光生电势一般方程提供的与微观过程
相关的各宏观参数函数之间的关系+我们选择了新
的!"#三维结构和工艺参数+结果表明，按新理论
设计的!"#具有比目前国外同类产品更加优良的
光电位置敏感特性，大大的减小了!"#的位置探测

误差（非线性度）+应用实践说明上述理论是正确的，
它的形式也是最简明的+
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